Impulsiniu MOCVD biidu uzauginty InGaN dariniy tyrimas laikinés spektroskopijos
metodais

Time-resolved spectroscopy of InGaN structures grown by pulsed MOCVD
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Impulsinis metaloorganinio cheminio nusodinimo i§
gary fazés (angl. pulsed MOCVD) metodas yra vienas i$
efektyviy budy kvantinio naSumo padidinimui InGaN
Sviestuky (angl. LED) dariniuose [1]. Metaloorganiniy
prekursoriy (TMIn ir TMGa) tiekimo j auginimo kamera
pertriikiai leidzia nusodintiems atomams migruoti
bandinio pavirSiumi ir jsitvirtinti j energiSkai patogesnes
vietas, dél ko pageréja jy pasiskirstymas ir sumazinama
strukttiriniy defekty formavimosi tikimybé.

Siame darbe mes tiriame, kaip pertrikio tarp
metaloorganikos tiekimo trukmé kei¢ia LED dariniy,
uzauginty VU Taikomyjy moksly instituto MOCVD
reaktoriuje, optines savybes. Tam mes panaudojome
fotoliuminescencijos (FL) ir skirtuminio pralaidumo
(SP) spektroskopijos metodikas. Zadinimui panaudoti
250 fs trukmés lazerio impulsai, kuriy bangos ilgis - 392
nm — parinktas taip, kad rezonansiskai biity Zadinamos
tik InGaN kvantinés duobés. Pastarosios augintos
naudojant 4 ciklus, sudarytus i§ 20 s metaloorganikos
tiekimo, bei nuo 0 s iki 15 s pertrikio trukmiy. Dariniai
uzauginti ant ¢ plokstumos safyro.
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1 pav. Nepusiausviryjy krivininky gyvavimo trukmeés ir
dariniy maksimalaus kvantinio na§umo priklausomybés
nuo metaloorganikos tiekimo j reaktoriy pertrukio
trukmes.

Tyrimy rezultatai rodo ilgiausias nepusiausviryjy
krivininky gyvavimo trukmes bandiniuose, kuriuose
pertriikiai tarp metaloorganiniy prekursoriy tieckimo buvo
didziausi. Siuose bandiniuose taip pat stebimi ir didziausi
maksimaliis Sviestuky aktyviosios srities kvantiniai
nasumai (1 pav.). Tai aiskinama homogeni§kesniu indZio
atomy pasiskirstymu auginimo plokstumoje, dél ko

gaunamos geresnés kokybés, turinCios maziau defekty
kvantinés duobés. Kita vertus, ilgéjant metaloorganikos
pertrukio trukméms, FL spektry smailés slenkasi |
trumpesniy bangy puse, greiciausiai dél dalinio indzio
atomy nugaravimo ir dél to mazesnés In koncentracijos
lickan¢iame junginyje (2 pav.). Nemonotoniskos
gyvavimo trukmés ir kvantinio naSumo priklausomybés
nuo pertrikio trukmés grei¢iausiai yra salygotos vienu
laiku vykstan¢iy ir konkuruojanéiy pavirSiniy atomy
migracijos ir jy nugaravimo procesy.

| Zadinimo energijos tankis: ]
480 - —H- 180 pJ/cm®

= | -@- 720 pJiem® E

475 | \ / -
|

L @ 4
\.

470 + \ o

L ® ]

AR

460

FL smailés padétis (nm)

o

0 3 6 9 12 15
Pertrikio trukmé (s)

2 pav. FL spektry smailiy padéciy priklausomybés nuo
pertrukio trukmés, esant dviems skirtingiems
suzadinimo energijos tankiams.

Reiksminiai Zodziai: InGaN, kvantinés duobés, LED,
impulsinis auginimas.
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